[bookmark: _GoBack]第三章  采购需求
前注：
1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。
2.下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
（3）本采购需求所提出的要求并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。供应商提供的服务除了满足本采购需求的要求外，还应符合中国国家、行业、地方有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。合同履约过程中，如有最新版本发布，则供应商须按照最新内容执行，且价格不予调整。
[bookmark: _Toc7699][bookmark: _Toc26349][bookmark: _Hlk16461016]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	按照科研项目进度分批次进行流片，每批次订单经采购人下达并经供应商确认后据实预付该批次款项。

	2
	服务地点
	安徽大学，采购人指定地点。 

	3
	服务期限
	合同签订且接到采购人通知后，单次流片从交付数据开始到裸片交付的时间不超过150天。

	4
	质保期
	质保期为验收合格后，质保1年。

	5
	质量要求
	合格

	6
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：安徽大学芯片流片服务采购项目
所属行业：软件和信息技术服务业


[bookmark: _Toc25144][bookmark: _Toc23116]二、服务内容
本次采购旨在面向国家与省级重大科研项目攻关需求，采购基于MPW的芯片流片服务，以及与之配套、可支持快速设计迭代的专业电路版图设计服务。芯片流片服务需根据项目工艺节点需求，支持多次灵活投片，以满足不同研发阶段在性能、功耗、面积和功能方面的迭代要求。版图设计服务须高效、准确，确保复杂电路模块的物理实现符合工艺规范。供应商应具备提供高质量、高稳定性多次芯片流片服务的能力，以保障研发连续性与成果转化可行性。
[bookmark: _Toc8586][bookmark: _Toc21757]三、服务需求
本次采购要求供应商提供包含28nm、40nm、55nm三种工艺的多项目晶圆（Multi-Project Wafer，简称 MPW）流片服务，并配备专门的服务团队，负责提供对应工艺的电路版图设计服务、Tape-out过程中的技术支持服务、安全保障服务及售后服务。
1)工艺制程
28nm工艺：3次MPW流片；
40nm 工艺：1 次 MPW 流片；
55nm 工艺：1 次 MPW 流片。
2)班车日期：按照科研项目进度分次进行流片，具体时间以成交供应商、采购人协商为准；
3)芯片颗数
28nm 工艺：100 颗/次；
40nm 工艺：50 颗；
55nm 工艺：50 颗。
4)芯片面积
28nm 工艺：2*3mm²；
40nm 工艺：3*4mm²；
55nm 工艺：3*4mm²。
5)提供各工艺芯片设计所需的 PDK、IO、Standcell 等数据。
6)若项目流片存在延迟，供应商需提供按月延迟的应对方案。
7)电路版图布局对称，面积合理，需通过设计规则检查与原理图版图匹配检查。
[bookmark: _Toc12910][bookmark: _Toc18052]四、报价要求
1)供应商的报价应当包括满足本次磋商全部采购需求所应提供的服务，以及为完成本项服务所需的所有其他费用。所有内容均应以人民币报价。
2)供应商应在分项报价表上标明分项服务的价格和总价，未标明的视同包含在磋商报价中（代理服务费包含在磋商报价总价中，不单独填报）。
3)报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，其响应文件将被认定为响应无效。
4)采购人不接受具有附加条件的报价。
5)供应商必须报出响应总价及各个组成部分的分项报价，否则作无效响应处理。
	序号
	服务内容
	单位
	数量
	单价（元/批）
	小计（元）

	1
	28 nm MPW流片
	批
	3
	
	

	2
	40 nm MPW流片
	批
	1
	
	

	3
	55 nm MPW流片
	批
	1
	
	

	合计金额（元）
	



五、技术规格要求
1、28 nm 工艺 MPW 流片
1.1 服务内容及标准
（1）提供 CMOS 28 nm工艺全套PDK、DRC/LVS/RCX技术文件，包含标准单元库、Memory Compiler、IO库等；
（2）根据采购人要求，提供流片时间表和MPW流片服务；
（3）接受采购人GDSII文件，执行严格设计规则复查；
★（4）提供版图设计服务，负责版图整合并提供光掩膜制作与流片服务；
★（5）提供Tape-out全流程技术支持。
1.2 质量要求
（1）交付晶圆技术规格：28 nm高性能计算（HPC）或低功耗（LP）CMOS工艺，采用高K金属栅（HKMG）技术；
（2）核心电压：典型值0.9 V；
（3）IO 电压：1.8 V / 2.5 V；
（4）芯片颗数（Bare Die）：100颗；
（5）芯片面积（Block Size）：6.0 mm²（2000 µm×3000 µm）；
（6）交付周期：确认下单后150天内邮寄至采购人指定地点；
★（7）提供该批次MPW晶圆的WAT测试报告；
★（8）可在流片前通过 jobview 方式对生产的掩膜进行检查；
★（9）裸芯片采用有ESD保护的托盘和真空包装。

2、40 nm 工艺 MPW 流片
2.1 服务内容及标准
（1）提供 CMOS 40 nm工艺全套PDK、DRC/LVS/RCX技术文件，包含标准单元库、Memory Compiler、IO库等；
（2）根据采购人要求，提供流片时间表和MPW流片服务；
（3）接受采购人GDSII文件，执行严格设计规则复查；
★（4）提供版图设计服务，负责版图整合并提供光掩膜制作与流片服务；
★（5）提供Tape-out全流程技术支持。
2.2 质量要求
（1）交付晶圆技术规格：40 nm 标准CMOS工艺；
（2）核心电压：1.1 V；
（3）IO 电压：1.8 V / 2.5 V / 3.3 V；
（4）芯片颗数（Bare Die）：50颗；
（5）芯片面积（Block Size）：12 mm²（3000 µm×4000 µm）；
（6）交付周期：确认下单后150天内邮寄至采购人指定地点；
★（7）提供该批次MPW晶圆的WAT测试报告；
★（8）可在流片前通过 jobview 方式对生产的掩膜进行检查；
★（9）裸芯片采用有ESD保护的托盘和真空包装。

3、55 nm 工艺 MPW 流片
3.1 服务内容及标准
（1）提供 CMOS 55 nm工艺全套PDK、DRC/LVS/RCX技术文件，包含标准单元库、Memory Compiler、IO库等；
（2）根据采购人要求，提供流片时间表和MPW流片服务；
（3）接受采购人GDSII文件，执行严格设计规则复查；
★（4）提供版图设计服务，负责版图整合并提供光掩膜制作与流片服务；
★（5）提供Tape-out全流程技术支持。
3.2 质量要求
（1）交付晶圆技术规格：55 nm 标准CMOS工艺；
（2）核心电压：1.2 V；
（3）IO 电压：1.8 V / 2.5 V / 3.3 V；
（4）芯片颗数（Bare Die）：50颗；
（5）芯片面积（Block Size）：12 mm²（3000 µm×4000 µm）；
（6）交付周期：确认下单后150天内邮寄至采购人指定地点；
★（7）提供该批次MPW晶圆的WAT测试报告；
★（8）可在流片前通过 jobview 方式对生产的掩膜进行检查；
★（9）裸芯片采用有ESD保护的托盘和真空包装。

4、设计清单
	序号
	项目内容
	单位
	数量

	1
	28 nm IC Mixed Signal 1.8V_2.5V工艺，MPW，芯片面积2000 µm×3000 µm，共计1个block，total 100 dies
	批
	3

	2
	40 nm IC Mixed Signal 1.8V_2.5V_3.3V工，MPW，芯片面积3000 µm×4000 µm，共计1个block，total 50 dies
	批
	1

	3
	55 nm  IC Mixed Signal 1.8V_2.5V_3.3V工艺，MPW，芯片面积3000 µm×4000 µm，共计1个block，total 50 dies
	批
	1




注：“五、技术规格要求”中的★参数为重要指标项，参与评审打分，其他无标识项为必须满足项，不得偏离。

